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놓고 특허권을 확보하기 위한 기업의공격적인 특허전

략이반영됨을알수있다.

S E L은자사특허인용비율과특허·인용점유율이월

등하게높고, 다른출원인들도S E L의 특허를많이 인용

하며 높은 의존도를 나타내는 결과로, Laser를 이용한

LTPS 기술분야에서기술영향력이매우크며, 핵심기술

을다수소유하여독보적인위치임을알수있다.

세부기술에따른주요특허및기술을살펴보면, 

1) ELA: ELA 관련 주요특허로는 S o n y의 U S 5 5 2

9951, Fuji Xerox의US5365875, SEL의U S 4 7 2 7

044, US4959700, LG.Philips LCD의U S 5 4 3 2 1 2

2가있다.

－특히, Sony의 U S 5 5 2 9 9 5 1은 J P 1 9 9 3 - 2 9 7 3

99, JP1994-049801을우선권주장하여출원

한것으로, 10J total energy, 280~330 mJ/cm2

energy density, 140~200ns pulse width의엑

시머레이저광으로조사하여결정화하는기술이

며, 이후 보완, 개량된 내용에 대하여 분할출원

(US5869803, US6071765) 하였다.

2) SLS: SLS 관련주요특허로는 LG.Philips LCD의

US6177301, US6235614, US6300175, US632

6286, Seiko Epson/Mitsubishi의U S 6 5 7 3 1 6 1 ,

Trustees of Columbia University in the City of

New York의US6322625, Sharp의U S 6 5 7 3 1 6 3 ,

U S 6 4 9 5 4 0 5가있다.

3) DPSS: DPSS 관련주요특허로는 Asahi Glass의

US5306651, Massachusetts Institute of Tech

n o l o g y의 US4059461, SEL의 U S 6 8 8 1 6 1 5 ,

S h a r p의 U S 5 8 1 1 3 2 7이있다.

Non - L a s er 특허분석

전체국가별로볼 때, ‘9 3년에일본에의해출원이급

증한후일본에의해주도되고 있는기술로서, 최근에는

한국, 미국및일본의출원량이비교적대등하게나타났다.

일본특허는‘9 3년에 7 9건으로급증하였다가‘9 5년

까지감소하였으나, 그후다시5 0건내외로지속적으로

출원하고있으며최근에는감소하는경향을나타냈다. 

미국특허는‘9 3년에4 0건, ‘9 4년 5 8건으로2년사이

에 6 0건으로크게증가한 이후, 60건내외로 꾸준히 특

허출원을하였으며, ‘0 0년이후2년간증가세를보이다

가최근에는감소하는경향을나타내었다.

한국특허는 출원 이후‘9 3년 까지 1 0여건의출원이

유지되다가‘9 4년이후증가세를보였다.

Non-Laser 기술의출원동향은과거높은비율을 점

유하고있는미국, 일본에비해최근한국이큰증가세를

보이며, 출원인 국적별출원동향은 일본, 한국 및 미국

출원인들이 Non-Laser 기술을이용한LTPS 분야의

9 9 %를 점유하고 있고, 특히, 일본 출원인의 비율이압

도적으로 많아기술자립도가매우높고, 기술의성숙기

에접어든것으로보인다.

Non-Laser 기술중MIC 기술이현재가장높은비율

을 차지하고있고, MILC, 촉매제거기술등과함께성숙

기에이르렀으며, 최근, MICC 기술이주목받고있어다양

한응용기술들이지속적으로도입될것으로예상된다. 

SPC 기술은 기술초기인 1 9 9 0년대 초까지는 L T P S

기술을 주도하였으나, 그 이후 촉매를 이용하는 기술

(MIC, MILC, MICC, 촉매제거기술)에밀려증가세를나타

내지못하며, 직접증착기술또한기술초기에도입된후

두드러진개발경향없이비연속적인소량출원이있었다.

N o n - L a s e r를 이용한LTPS 기술분야에서 주요 출

원인으로서 S E L이 절대적인우위를차지하고있으며

뛰어난시장확보력을 보이고, 그 뒤를 S h a r p가 점유하

고 있으며, LG.Philips LCD와 삼성전자/삼성S D I가

2 0 0 0년이후급격한출원증가를보여LTPS 시장을놓

고 특허권을 확보하기 위한 기업의공격적인 특허전략

이반영됨을알수있다.

S E L은자사특허인용비율과특허·인용점유율이월

등하게높고, 다른출원인들도S E L의특허를많이인용

하며높은의존도를나타내는결과로, Non-Laser를이

용한 LTPS 기술분야에서기술영향력이 매우 크며, 핵

심기술을다수소유하여독보적인위치임을알수있다.

일본의S E L사가‘9 3년부터 다량의특허를출원하기

시작한시점부터 이 분야의특허의증가가두드러졌으

며, 이시기에는특히일본특허에서MIC 기술에대한특

허가집중된시기이기도하다.

연도별출원동향을보면‘0 1년에최다출원되었는데,

전체특허분석

LTPS 관련특허는‘9 3년부터급증세를보이기 시작

하여매년높은신장세를 보이며꾸준히증가하고있다.

특히S E L사가‘9 3년부터다량의특허를출원한이후여

타기업들도많은특허를출원하여왔던것으로보인다.

연도별출원동향을 보면‘0 2년에최다출원되었는데,

이 시기에는어느한 기술에의한것이라기보다는각분

야에서, 그리고일본과미국에서 비교적 고르게 다출원

된시기가겹쳤기때문으로보인다.

한편, 분야별특허출원추이를살펴보면, Non-Laser

기술이1 9 1 5건, Laser 기술이1 7 3 1건 및 장비 기술이

4 6 1건으로Non-Laser 기술이가장많은p o r t i o n을 점

하고있는것으로보인다.

중요 특허로 간주할수 있는미국특허의경우 내국인

과 외국출원인간의출원동향을살펴보면, 미국출원인

에 의한 출원은 1 0건 내외의소규모 출원에불과하고,

별다른증가나감소의경향을나타내지않는다.

한편일본기업의 경우, 출원점유가7 0 %로 절대적인

우위를나타내고 있고, 특히 S E L사에의한미국출원이

높은비율을점하고 있는것으로나타나고 있으며이외

에도 대만이7 6건으로5 %의 점유를나타내었다. 그리

고, 독일과네덜란드출원인이5건, 4건을출원하였다.

또한 출원인별 출원량을 보면, SEL이 전체 특허의

3 2 %를 점유하고있으며, Sharp가3 6 0건, LG.Philips가

3 3 7건, 삼성전자가1 7 5건 등으로그 뒤를 따르고있으

나, 상대적으로S E L에비하여점유율은낮은편이다.

특히 SEL(Semiconductor Energy Labs)의특허출

원 활동을 살펴보면, Non-Laser 기술분야의 출원이

6 8 %로 가장많았으나, ‘9 3년 급증한이후점차감소하

는 추세이다. 그러나일본업체임에도불구하고 미국에

의 출원이6 9 6건으로일본출원 5 3 4건 보다 많았으며,

한국에도9 1건을출원하고있다. 

L a s er 특허분석

미국특허의 비율이 4 0 %로 가장 많은 편이며, 지난

‘9 3년이후계속해서증가세를나타내고최근출원량도

계속해서증가하고있다. 

일본특허는‘8 5년최초출원이후전체적으로출원이

증가하였고최근5년동안출원이급증하고있음을나타

냈다.

한국특허는 ' 9 4년 이후 본격적인 출원이 시작되어

‘9 8년에 출원이급증하였다가 다시 감소한후 다시 급

증하는경향을나타냈다.

Laser 기술중ELA 기술이현재가장높은비율을차

지하고있고, SEL의점유율이가장크며, SEL, Sharp는

ELA 기술, LG.Philips는SLS 기술에가장많은출원건

을보유하고있다.

SLS 기술은 한국의특허활동이 가장 두드러졌으며,

L G . P h i l i p s와 Sharp, 삼성전자가평균이상의 특허활동

을보였다.

DPSS 기술은S E L이평균이상의특허활동을보이고

있으며, ELA, SLS에비해 낮은 비율을차지하고 있으

나, 앞으로다양한응용기술들이지속적으로도입될것

으로예상된다.

L a s e r를 이용한LTPS 기술분야에서주요 출원인으

로서 S E L이 절대적인 우위를차지하고 있으며뛰어난

시장확보력을 보이고, 그뒤를 Sharp, LG.Philips LCD

와 삼성전자가 꾸준한출원 증가를보여 LTPS 시장을

A MOLED LTPS 기술
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략이반영됨을알수있다.
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9951, Fuji Xerox의US5365875, SEL의U S 4 7 2 7

044, US4959700, LG.Philips LCD의U S 5 4 3 2 1 2

2가있다.

－특히, Sony의 U S 5 5 2 9 9 5 1은 J P 1 9 9 3 - 2 9 7 3

99, JP1994-049801을우선권주장하여출원

한것으로, 10J total energy, 280~330 mJ/cm2

energy density, 140~200ns pulse width의엑

시머레이저광으로조사하여결정화하는기술이

며, 이후 보완, 개량된 내용에 대하여 분할출원

(US5869803, US6071765) 하였다.

2) SLS: SLS 관련주요특허로는 LG.Philips LCD의

US6177301, US6235614, US6300175, US632

6286, Seiko Epson/Mitsubishi의U S 6 5 7 3 1 6 1 ,
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New York의US6322625, Sharp의U S 6 5 7 3 1 6 3 ,

U S 6 4 9 5 4 0 5가있다.
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까지감소하였으나, 그후다시5 0건내외로지속적으로

출원하고있으며최근에는감소하는경향을나타냈다. 

미국특허는‘9 3년에4 0건, ‘9 4년 5 8건으로2년사이
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가최근에는감소하는경향을나타내었다.

한국특허는 출원 이후‘9 3년 까지 1 0여건의출원이

유지되다가‘9 4년이후증가세를보였다.
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전체특허분석

LTPS 관련특허는‘9 3년부터급증세를보이기 시작

하여매년높은신장세를 보이며꾸준히증가하고있다.

특히S E L사가‘9 3년부터다량의특허를출원한이후여

타기업들도많은특허를출원하여왔던것으로보인다.

연도별출원동향을 보면‘0 2년에최다출원되었는데,

이 시기에는어느한 기술에의한것이라기보다는각분

야에서, 그리고일본과미국에서 비교적 고르게 다출원

된시기가겹쳤기때문으로보인다.

한편, 분야별특허출원추이를살펴보면, Non-Laser

기술이1 9 1 5건, Laser 기술이1 7 3 1건 및 장비 기술이

4 6 1건으로Non-Laser 기술이가장많은p o r t i o n을 점

하고있는것으로보인다.

중요 특허로 간주할수 있는미국특허의경우 내국인

과 외국출원인간의출원동향을살펴보면, 미국출원인

에 의한 출원은 1 0건 내외의소규모 출원에불과하고,

별다른증가나감소의경향을나타내지않는다.

한편일본기업의 경우, 출원점유가7 0 %로 절대적인

우위를나타내고 있고, 특히 S E L사에의한미국출원이

높은비율을점하고 있는것으로나타나고 있으며이외

에도 대만이7 6건으로5 %의 점유를나타내었다. 그리

고, 독일과네덜란드출원인이5건, 4건을출원하였다.

또한 출원인별 출원량을 보면, SEL이 전체 특허의

3 2 %를 점유하고있으며, Sharp가3 6 0건, LG.Philips가

3 3 7건, 삼성전자가1 7 5건 등으로그 뒤를 따르고있으

나, 상대적으로S E L에비하여점유율은낮은편이다.

특히 SEL(Semiconductor Energy Labs)의특허출

원 활동을 살펴보면, Non-Laser 기술분야의 출원이

6 8 %로 가장많았으나, ‘9 3년 급증한이후점차감소하

는 추세이다. 그러나일본업체임에도불구하고 미국에

의 출원이6 9 6건으로일본출원 5 3 4건 보다 많았으며,

한국에도9 1건을출원하고있다. 

L a s er 특허분석

미국특허의 비율이 4 0 %로 가장 많은 편이며, 지난

‘9 3년이후계속해서증가세를나타내고최근출원량도

계속해서증가하고있다. 

일본특허는‘8 5년최초출원이후전체적으로출원이

증가하였고최근5년동안출원이급증하고있음을나타

냈다.

한국특허는 ' 9 4년 이후 본격적인 출원이 시작되어

‘9 8년에 출원이급증하였다가 다시 감소한후 다시 급

증하는경향을나타냈다.

Laser 기술중ELA 기술이현재가장높은비율을차

지하고있고, SEL의점유율이가장크며, SEL, Sharp는

ELA 기술, LG.Philips는SLS 기술에가장많은출원건

을보유하고있다.

SLS 기술은 한국의특허활동이 가장 두드러졌으며,

L G . P h i l i p s와 Sharp, 삼성전자가평균이상의 특허활동

을보였다.

DPSS 기술은S E L이평균이상의특허활동을보이고

있으며, ELA, SLS에비해 낮은 비율을차지하고 있으

나, 앞으로다양한응용기술들이지속적으로도입될것

으로예상된다.

L a s e r를 이용한LTPS 기술분야에서주요 출원인으

로서 S E L이 절대적인 우위를차지하고 있으며뛰어난

시장확보력을 보이고, 그뒤를 Sharp, LG.Philips LCD

와 삼성전자가 꾸준한출원 증가를보여 LTPS 시장을

A MOLED LTPS 기술
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이 시기에는어느한 기술에의한것이라기보다는각분

야에서, 그리고각 국가에서비교적 고르게다출원된시

기가겹쳤기때문으로보인다.

MIC 기술이7 1 3건, 38%로가장많은출원을보이고

있고, SPC, 촉매제거기술, MILC 기술등이 각각 2 5 % ,

20% 및 1 4 %로 그 뒤를 따르고 있으며, 상대적으로

M I C C와직접증착기술은소량출원되었다.

S P C기술은 기술초기인‘8 5년부터‘9 2년까지는

Non-Laser LTPS 기술을주도하였으나, 그이후M I C

에밀려증가세를나타내지못하고, 해마다3 0건내외의

출원이이루어지고있다.

장비특허분석

장비 관련 특허는일본특허의 점유율이 6 3 %로 가장

활발히진행되고있음을알 수 있고 여타 국가의경우,

해마다지속적으로 출원을보이고있으나, ‘0 2년에 크

게증가한후다시감소하는경향을나타내고있다.

일본특허와 미국특허 모두‘0 2년에 4 5건, 20건으로

최다출원하였으며, 그이후감소하는경향을나타냈다. 

한국특허는 일본, 미국, 유럽특허와 달리 유일하게

‘0 2년 이후에도계속 증가세를나타냈다. 장비기술의

국가별출원동향은 일본특허가 5 7 %로 가장 큰 비율을

점유하고, 출원인 국적별 출원동향은 일본 출원인이

8 7 %를점유하고있으며, 일본, 한국및미국출원인들이

장비기술을이용한 LTPS 분야의9 9 %를 점유하고, 특

히, 일본출원인의 비율이 압도적으로많아기술자립도

가매우높음을알수있다.

포트폴리오를 통한 국가별기술 위치를파악해보면

모든국가가발전기단계임을알수있고, Laser 장비기

술이 9 1 %의 비율을차지하며, 미국, 일본, 한국출원인

모두Laser 장비기술에가장많이출원함을알수있다. 

출원인별 특허동향을보면S E L이 3 1 %를 점유하고,

미국, 일본, 유럽에서최다출원을하였으며, 한국에서는

L G . P h i l i p s가 1 4건으로최다출원을하였고, 삼성전자와

Sony 순으로나타냄을알수있다.

특허활동지수분석을통해 본 출원인국적별 역점기

술분야에서는일본, 미국출원인은Laser 장비, 한국, 유

럽 출원인은Non-Laser 장비분야에서 평균이상의특

허활동을나타냈다.

S E L은자사특허인용비율과특허·인용점유율이월

등하게높고, 다른출원인들도S E L의특허를 많이인용

하며 높은의존도를나타내는 결과로, LTPS 장비분야

에서 기술영향력이 매우크며, 핵심기술을다수소유하

여독보적위치임을알수있다. 

Laser 장비기술은‘8 6년부터 출원이 이루어졌으며,

그 후로 출원이반복되면서 지속적으로 증가하여 장비

LTPS 기술을주도하고있다.

Non-Laser 장비기술은1 0건 내외의출원이반복되

면서이루어지고있다.

세부분야별주요특허를살펴보면, 

1) Laser: Laser 관련주요특허로는 S o n y의 U S 5 8 6

9803, Advanced LCD Technologies Develop

ment Center US7011709, SEL의U S 5 8 4 0 1 1 8 ,

Trustees of Columbia University in the City of

New York의U S 6 6 3 5 5 5 4가있다. 

－S o n y의 U S 5 8 6 9 8 0 3은 J P 1 9 9 3 - 2 9 7 3 9 9 ,

J P 1 9 9 4 - 0 4 9 8 0 1을 우선권 주장하여 출원한

U S 5 5 2 9 9 5 1의분할출원으로, 비정질실리콘층

에 에너지밀도 1 0 0 m J /㎠~ 5 0 0 m J /㎠, 펄스폭

8 0 n s ~ 2 0 0 n s의엑시머레이저광을조사하는표

면처리장치에관한기술이며, 이후보완, 개량된

내용에대하여분할출원(US6071765) 하였다.

2) Non-Laser: Non-Laser 관련 주요특허로는

S o n y의 US6653212, Seiko Epson의 U S 6 1 8

7616, Board of Trustees of the University of

Little Rock의 US5173121, Viatron Techno

l o g i e s의 U S 6 7 4 7 2 5 4가있다.

－S o n y의 U S 6 6 5 3 2 1 2는 J P 1 9 9 9 - 1 1 2 9 5 0 ,

JP1999-120533, JP1999-120542를우선권

주장하여출원한것으로, 진공챔버, 기판, 열촉매

체, 가열수단과, 가스도입계로구성된박막형성

장치에관한기술이다.
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우선심사제도

특허출원에 대한 심사는 일반적으로 심사를 청구한 순서에 따라

진행되는 것이 원칙이나, 우선심사제도는 이러한 심사순서에 대

한 원칙에도 불구하고 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으

로써 특허출원된 발명을 실시한다고 인정되는 것으로서 특허법시

행령에서 정하는 특허출원에 대하여서는 다른 출원에 우선하여

심사하게 할 수 있는 제도이다. 특허법시행령 제9조에서 정한 수

선심사의 대상은 1 )방위산업분야의 특허출원, 2)공해방지에 유용

한 특허출원, 3)수출촉진에 직접관련된 특허출원, 4)국가 또는 지

방자치단체의 직무에 관한 특허출원, 5)벤처기업육성에 관한 특

별조치법 제2 5조의 규정에 의한 벤처기업의 확인을 받은 기업의

특허출원, 6)국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결

과물에 관한 특허출원, 7)조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는

특허출원, 8)특허출원인이 출원한 발명을 실시하고 있거나 실시

준비중인 특허출원, 9)전자상거래관련출원

우선권제도

파리조약상의 우선권제도와 국내법상의 우선권제도 2가지가 있

다. 1) 파리조약상의 우선권제도(제4조 1항 a )는 동맹국상호간에

실질적인 최선출원을 보호해주자는취지로서 제1국에 출원한후

일정기간 내에제2국에 출원하면 특허권설정에필요한일정요건

에 대해서는 제1국에 출원한것으로보아서적용시킨다는 제도를

말한다. 어느 일동맹국에서 적법하게 특허출원을 하거나 실용신

안, 디자인또는상표의등록출원을한자또는그승계인은타동맹

국에서 출원의목적상이하에정하는기간중 우선권을 향유할 수

있다.

우선권기간

파리협약상 우선권 기간은 특허 및 실용신안에 대하여는 1 2개월,

디자인 및 상표에 대하여서는 6개월

우선감시대상국

미국은‘8 8년 종합무역법에서 지재권보호미흡을 불공정무역관행

으로 규정하고 이를 제재하는 조항을 신설. 미무역대표부( U S T R )

는 이 조항에근거하여 매년국가별우선협상대상국( P F C )과 우선

감시대상국을 발표. PWL은P F C와는 달리미통상법에 규정된 것

은 아니고 U S T R의 행정편의를 위한 자체 분류임. PWL 지정은

통상법상의 의무적인 조사, 협상 및 보복조치를 위한 것이 아닌

해당국에 대한주의환기 내지경고를 주기 위한조치임.

용도발명

물질의특정성질의발견에기초한발명으로서물질이갖는특정성

질(속성)을특정의용도로이용하는발명

요지변경

최초출원서에기재된내용의실질적인부분을변경하는것으로보

정의대상이되지않는다.
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